
Ore 9:30 Registrazione dei partecipanti

Ore 10:00 Saluti di apertura

Prof. V. Catania, Direttore DIEEI

Prof. S. Pennisi, Presidente Corso di LM In Ingegneria Elettronica

Ing. A. Imbruglia, Presidente Sezione AEIT Catania

Ore 10:15 Prof. A. Raciti, DIEEI

Introduzione. VRM in progress: dispositivi di potenza, tecniche di controllo, tecnologie di realizzazione.

Ore 10:30 Dott. A. Magrì, Ing. F. Scrimizzi, STMicroelectronics Catania

Convertitori VRM, stato dell’arte. Caratteristiche dei power MOSFET di bassa tensione, legame con la struttura attiva 

• elementi sul funzionamento dei VRM;

• topologie dei VRM e loro evoluzione;

• impatto dei dispositivi attivi (power MOSFET) sul funzionamento circuitale;

• resistenza di uscita dei MOSFET e metodi di riduzione.

Ore 11:30 Coffee break

Ore 12:00 Dott. A. Magrì, Ing. F. Scrimizzi, STMicroelectronics Catania

• prestazioni del diodo interno e legame con la struttura attiva;

• parametri dinamici nelle diverse tipologie di struttura attiva;

• sviluppo ed innovazione del package di dispositivo: dal DPAK al system in package.

Ore 13:00 Discussione

Ore 13:30 Fine lavori
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Con il termine “voltage regulator module” (VRM) è indicata una tipologia di prodotto industriale che realizza la conversione cc-cc per alimentazione di

schede madri, sia per computer portatili sia per “data center”. Si stima che nei prossimi dieci anni il consumo di elettricità nei “data center”

raggiungerà il 20% del totale dei consumi elettrici, a seguito del sempre maggiore sviluppo del “cloud computing”. Nel settore dei “notebook” ed

“ultrabook”, inoltre, si riscontra un crescente interesse ad una lunga autonomia e a dimensioni ridotte. In conseguenza di ciò, si comprende il grande

interesse tenico-industriale alla realizzazione di VRM con alti rendimenti (minore spreco di energia) ed alte densità di potenza per unità di volume

(ridotti ingombri).

L’incremento della velocità di “clock” dei microprocessori ha comportato, nel corso degli anni, una diminuzione della loro tensione di alimentazione,

che oggi supera di poco 1 Volt, associata ad un incremento della corrente assorbita (intorno ai 100 A). I microprocessori, inoltre, richiedono

alimentazione stabile con piccola variazione della tensione nominale (circa 100 mV), elevati gradini di corrente (da 1-2 A 100 A) ed un alto “slew rate”

della corrente (100 A/µs).

Queste stringenti caratteristiche hanno trovato soluzione, nel corso degli anni nei VRM industriali. Il seminario analizza i vari problemi e le soluzioni 

adottate, e tratta la ideazione e produzione di dispositivi MOSFET di potenza progettati in modo specifico per le necessità dei VRM.
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La partecipazione è gratuita. Per motivi organizzativi si raccomanda di compilare la scheda di iscrizione e inviarla 

all’indirizzo e-mail indicato
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